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熱酸化 SiC MOSキャパシタの絶縁破壊痕の形状評価 

Analysis of dielectric breakdown path in SiC MOS capacitors 
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【はじめに】炭化ケイ素(SiC)は、バンドギャップが広いことに由来して絶縁破壊電界が大きくオ

ン抵抗の低減が期待できるので、電力損失のより小さい高効率グリーンデバイスの実現には必要

不可欠な材料である。SiC MOSFET の熱酸化ゲート絶縁膜について、TZDB (Time Zero Dielectric 

Breakdown)特性の評価と絶縁破壊痕の観察を本研究にて行ったので、報告する。 

【研究目的】熱酸化膜をゲート酸化膜とするSiC MOSキャパシタの絶縁破壊痕の形状評価を行う。 

【実験方法】4H-SiC 基板上に、直径 150 m の Al ゲート電極を有する MOS キャパシタを作製し

た。TZDB 測定評価後に SEM 観察を行い、絶縁破壊痕の形状および場所の特定を行った。絶縁破

壊痕について、FIB を用いた加工と断面 SEM 観察を行った。 

【実験結果】SiC MOS キャパシタの TZDB 測定結果および絶縁破壊痕の SEM 観察結果を図 1 に

示す。図に示すように絶縁破壊痕には複数の穴が開いており、穴の断面観察を行うべく Pt 保護膜

の堆積及び FIB 加工と、断面 SEM 観察を行った(図 2)。SiC 基板の断面観察から、穴は三角形状

にえぐれている事が判明した。この特異な絶縁破壊痕は、SiO2/SiC 特有のものと思われる。これ

ら解析結果については、当日詳細に報告する。 
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図 1.MOS キャパシタの TZDB 特性と絶縁破壊痕     図 2.絶縁破壊痕の断面解析結果 
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